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NANOFIOS SEMICONDUTORES: ANALISE POR MICROSCOPIA DE FORCA ATOMICA
Douglas Soares de Oliveira (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Monica Alonso Cotta
(Orientadora), Instituto de Fisica - IFGW, UNICAMP

A caracterizacdo estrutural e dptica dos nanofios é fundamental para o avango do seu estudo.
Visando este objetivo, buscamos a caracterizacdo estrutural identificando a orientacdo
cristalogréfica e rugosidade dos nanofios através da observagdo das facetas presentes em sua
superficie lateral. Obtemos imagens topograficas por microscopia de forca atbmica de nanofios
semicondutores e estudamos a sua morfologia através de um procedimento que analisa a altura do
nanofio em funcéo da distancia ao eixo central do mesmo, procedimento este criado neste projeto.
Deste modo, pudemos notar que um padrdo da variacdo de altura se mantém ao longo dos
nanofios, com isso podemos obter uma relac@o destes resultados com a orientacao cristalografica
do nanofio (que pode variar numa mesma amostra ou com diferentes condi¢cdes de crescimento),
bem como avaliar o crescimento lateral existente através do perfil de variagdo de altura medido.
Esta andlise € importante pois medidas elétricas resolvidas espacialmente nos nanofios requerem
0 conhecimento da orientacdo cristalografica para uma interpretacdo mais cuidadosa. Em geral,
isso é feito por técnicas de microscopia eletrénica; no nosso caso, a analise estrutural pode ser
feita a partir das imagens topograficas, simultaneamente as medidas elétricas, através da analise

agui apresentada.
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